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ЭЛЕÊÒРИЧЕСÊИЕ И ФОÒОЭЛЕÊÒРИЧЕСÊИЕ 
СВОЙСÒВА ГЕÒЕРОСÒРÓÊÒÓР 
NiO/p-CdTe è NiO/n-CdTe

В íàñòîÿщåå âðåмÿ ïðîâîдèòñÿ èíòåíñèâíыé 
ïîèñê è èññëåдîâàíèå ðàзëèчíыõ ïåðñïåêòèâ-
íыõ мàòåðèàëîâ è ñòðóêòóð íà èõ îñíîâå дëÿ 
ïðèмåíåíèÿ â âыñîêîýффåêòèâíыõ ýëåêòðîí-
íыõ ïðèбîðàõ, ñåíñîðàõ è ñîëíåчíыõ ýëåмåí-
òàõ. Иñïîëьзîâàíèå ãåòåðîñòðóêòóð дëÿ èзãîòîâ-
ëåíèÿ ïðèбîðîâ ïîëóïðîâîдíèêîâîé ýëåêòðîíè êè 
è фîòîâîëьòàèêè ðàñшèðÿåò èõ фóíêцèîíàëь-
íыå âîзмîжíîñòè è ïîâышàåò ýêñïëóàòàцèîí-
íыå õàðàêòåðèñòèêè ïî ñðàâíåíèю ñ фîòîýëåê-
òðèчåñêèмè ïðèбîðàмè íà îñíîâå ãîмîïåðåõîдîâ.  
В òî жå âðåмÿ зíàчèòåëьíыé èíòåðåñ ïðåдñòàâëÿ-
åò ñîздàíèå ãåòåðîïåðåõîдîâ, â êîòîðыõ â êàчå-
ñòâå îêíà èñïîëьзóюòñÿ шèðîêîзîííыå ïðîзðàч-
íыå îêñèды мåòàëëîâ. Эòî ïîзâîëÿåò ðàñшèðèòь 
îбëàñòь èõ ïðèмåíåíèÿ è óмåíьшèòь ðàñõîды íà 
èзãîòîâëåíèå òàêèõ ïðèбîðîâ, ïîñêîëьêó òåõíî-
ëîãèè èзãîòîâëåíèÿ òîíêîïëåíîчíыõ ïîëóïðîâîд-
íèêîâ мåíåå зàòðàòíы, чåм îбъåмíыõ. 

Одíèм èз ïåðñïåêòèâíыõ мàòåðèàëîâ ñðå-
дè ïðîзðàчíыõ òîêîïðîâîдÿщèõ îêñèдîâ ÿâëÿ-
åòñÿ îêñèд íèêåëÿ. Иñïîëьзîâàíèå ðåàêòèâíî-
ãî мàãíåòðîííîãî мåòîдà íàïыëåíèÿ ïîзâîëÿåò 
èзмåíÿòь ïàðàмåòðы òîíêèõ ïëåíîê NiO â шè-
ðîêèõ ïðåдåëàõ. Бëàãîдàðÿ ñâîèм фèзèчåñêèм 
ñâîéñòâàм òîíêèå ïëåíêè NiO шèðîêî èñïîëь-
зóюòñÿ дëÿ èзãîòîâëåíèÿ ðàзëèчíыõ фîòîýëåê-
òðèчåñêèõ óñòðîéñòâ: ïðîзðàчíыå ñëîè (îêíà) 
дëÿ ñîëíåчíыõ ýëåмåíòîâ, àíòèîòðàжàющèå ïî-
êðыòèÿ, ãàзîâыå ñåíñîðы [1, 2]. В ñâîю îчåðåдь 
ïåðñïåêòèâíым ïîëóïðîâîдíèêîâым мàòåðèà-
ëîм ÿâëÿåòñÿ CdTe, êîòîðыé èмååò âыãîдíóю 
дëÿ ïðàêòèчåñêîãî èñïîëьзîâàíèÿ ñîâîêóïíîñòь 
фèзèêî-õèмèчåñêèõ ïàðàмåòðîâ (âыñîêèé êîýф-
фèцèåíò ïîãëîщåíèÿ, íèзêèé ïîêàзàòåëь ïðå-
ëîмëåíèÿ, íåбîëьшàÿ êîíцåíòðàцèÿ ñîбñòâåííыõ 
íîñèòåëåé зàðÿдà, õîðîшèå мåõàíèчåñêèå è òå-
ïëîâыå õàðàêòåðèñòèêè) [3]. В íàñòîÿщåå âðåмÿ 
â íàóчíîé ëèòåðàòóðå ïðàêòèчåñêè îòñóòñòâóюò 
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ðàбîòы, ïîñâÿщåííыå дåòàëьíîмó èзóчåíèю ãå-
òåðîñòðóêòóð íà îñíîâå NiO è CdTe. 

В íàñòîÿщåé ðàбîòå èññëåдîâàíы ãåòåðîñòðóê-
òóðы NiO/p-CdTe è NiO/n-CdTe, èõ òåмíîâàÿ 
è ñâåòîâàÿ âîëьò-àмïåðíыå õàðàêòåðèñòèêè, à 
òàêжå óñòàíîâëåíы îñíîâíыå мåõàíèзмы òîêî-
ïåðåíîñà â íèõ.

Методика проведения эксперимента
Äëÿ èзãîòîâëåíèÿ ñòðóêòóð NiO/p-CdTe è 

NiO/n-CdTe èñïîëьзîâàëè êðèñòàëëы CdTe 
р- è n-òèïà ïðîâîдèмîñòè, âыðàщåííыå мåòî-
дîм Бðèджмåíà.

Нàíåñåíèå ïëåíîê NiO ïðîâîдèëîñь íà ñâå-
жåñêîëîòыå ïîдëîжêè CdTe (òèïîðàзмåðîм 
5×5×1 мм) â óíèâåðñàëьíîé âàêóóмíîé óñòàíîâ-
êå Leybold-Heraeus L560 ñ ïîмîщью ðåàêòèâíî-
ãî мàãíåòðîííîãî ðàñïыëåíèÿ мèшåíè чèñòîãî 
íèêåëÿ â àòмîñфåðå ñмåñè àðãîíà è êèñëîðîдà 
ïðè ïîñòîÿííîм íàïðÿжåíèè.

Пîдëîжêè ðàзмåщàëèñь íàд мàãíåòðîíîм, à 
дëÿ ïîëóчåíèÿ îдíîðîдíыõ ïî òîëщèíå ïëåíîê 
îбåñïåчèâàëîñь âðàщåíèå ñòîëèêà. Пåðåд íàчà-
ëîм ïðîцåññà íàïыëåíèÿ âàêóóмíàÿ êàмåðà îò-
качивалась до остаточного давления 5∙10–5 мбàð.

Äëÿ íàïыëåíèÿ ïëåíîê NiO íèêåëåâàÿ мè-
шåíь (шàéбà дèàмåòðîм 100 мм è òîëщèíîé 
1 мм) чèñòîòîé 99,99% ðàзмåщàëàñь íà ñòîëèêå 
мàãíåòðîíà ñ âîдÿíым îõëàждåíèåм íà ðàññòî-
ÿíèè 7 ñм îò ïîдëîжåê.

Пðîâîдèëîñь êðàòêîâðåмåííîå ïðîòðàâëèâà-
íèå бîмбàðдèðóющèмè èîíàмè àðãîíà ïîâåðõ-
íîñòè мèшåíè è ïîдëîжêè дëÿ óдàëåíèÿ íåêîí-
òðîëèðóåмыõ зàãðÿзíåíèé.

С цåëью ïîâышåíèÿ ãèбêîñòè òåõíîëîãèчå-
ñêèõ ðåжèмîâ íàíåñåíèÿ ïëåíîê ñîздàíы óñëî-
âèÿ дëÿ фîðмèðîâàíèÿ ãàзîâîé ñмåñè àðãîíà è 
êèñëîðîдà â ïðîèзâîëьíîé ïðîïîðцèè èз дâóõ 
íåзàâèñèмыõ èñòîчíèêîâ íåïîñðåдñòâåííî âî 
âðåмÿ ïðîâåдåíèÿ òåõíîëîãèчåñêîãî ïðîцåññà. 

DOI: 10.15222/TKEA2016.4-5.29
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Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ дàâëåíèÿ 
ãàзà â âàêóóмíîé ñèñòåмå чèñòыé àðãîí ïîдàåò-
ñÿ èз бàëëîíà â âàêóóмíóю êàмåðó чåðåз ðåãóëÿ-
òîð дàâëåíèÿ. Рåãóëèðîâàíèå ðåзóëьòèðóющåãî 
дàâëåíèÿ îñóщåñòâëÿåòñÿ ñ ïîмîщью мàãíèòíî-
ãî êëàïàíà êîíòðîëÿ дàâëåíèÿ ñ îбðàòíîé ñâÿ-
зью. Пîñëå óñòàíîâêè зàдàííîãî дàâëåíèÿ àðãî-
íà мàãíèòíыé êëàïàí ïåðåêðыâàåòñÿ, è â êàмåðó 
чåðåз êëàïàí íàòåêàíèÿ зàïóñêàåòñÿ êèñëîðîд.

В ïðîцåññå íàïыëåíèÿ ïàðцèàëьíîå дàâëåíèå 
àðãîíà â âàêóóмíîé êàмåðå ñîñòàâëÿëî ïðèмåð-
но 3,4∙10–3 мбар, кислорода — 2,4∙10–4 мбàð. 
Óñòàíîâëåííàÿ мîщíîñòь мàãíåòðîíà — îêîëî 
120 Вò. Пðîцåññ íàïыëåíèÿ дëèëñÿ 10 мèí ïðè 
òåмïåðàòóðå ïîдëîжåê 373 Ê.

Фðîíòàëьíыé ýëåêòðèчåñêèé êîíòàêò ê òîí-
êèм ïëåíêàм NiO фîðмèðîâàëñÿ ñ ïîмîщью ðå-
àêòèâíîãî мàãíåòðîííîãî ðàñïыëåíèÿ íèêåëÿ ïðè 
òåмïåðàòóðå ïîдëîжêè 373 Ê. Òыëîâîé ýëåêòðè-
чåñêèé êîíòàêò ê ïîдëîжêàм CdTe фîðмèðîâàë-
ñÿ îñàждåíèåм мåдè ïóòåм âîññòàíîâëåíèÿ èз âî-
дíîãî ðàñòâîðà мåдíîãî êóïîðîñà ñ ïîñëåдóющèм 
òåðмèчåñêèм îñàждåíèåм èíдèÿ.

Òîëщèíà ïëåíîê NiO èзмåðÿëàñь ñ ïîмîщью 
èíòåðфåðîмåòðà МИИ-4 ïî ñòàíдàðòíîé мåòî-
дèêå, îíà ñîñòàâëÿëà 280 íм. 

Вîëьò-àмïåðíыå õàðàêòåðèñòèêè (âàХ) ãå-
òåðîñòðóêòóð èзмåðÿëè ïðè êîмíàòíîé òåмïåðà-
òóðå ïî ñòàíдàðòíîé мåòîдèêå ñ èñïîëьзîâàíè-
åм èñòîчíèêà ïîñòîÿííîãî òîêà BVP Electronics, 
â êàчåñòâå àмïåðмåòðà èñïîëьзîâàëñÿ òîчíыé 
мóëьòèмåòð Fluke 5545A, âîëьòмåòðà — Picotest 
M3500A.

ðезультаты и их обсуждение
Нà рис. 1 ïðåдñòàâëåíы âîëьò-àмïåðíыå õà-

ðàêòåðèñòèêè ãåòåðîïåðåõîдîâ NiO/n-CdTe è 
NiO/p-CdTe, ïðè èñïîëьзîâàíèè êîòîðыõ быëè 
ïîëóчåíы îñíîâíыå ïàðàмåòðы ãåòåðîïåðåõîдîâ: 
êîýффèцèåíò âыïðÿмëåíèÿ ãåòåðîïåðåõîдîâ k, 
зíàчåíèå âыñîòы ïîòåíцèàëьíîãî бàðьåðà ϕ0 è 
зíàчåíèå ïîñëåдîâàòåëьíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ дàí-
íыõ ãåòåðîïåðåõîдîâ RS (табл. 1).

Äëÿ óдîбñòâà àíàëèзà мåõàíèзмîâ òîêîïå-
ðåíîñà чåðåз ãåòåðîïåðåõîды NiO/n-CdTe è 
NiO/p-CdTe ñ цåëью óñòàíîâëåíèÿ дîмèíè-
ðóющèõ ïðÿмыå âåòâè ВАХ быëè ïîñòðîåíы â 
ïîëóëîãàðèфмèчåñêîм мàñшòàбå. Êàê âèдíî èз 
рис. 2, ãðàфèêè зàâèñèмîñòè lnI = f(V) îбî-
èõ ãåòåðîïåðåõîдîâ ñîñòîÿò èз дâóõ ïðÿмîëè-
íåéíыõ óчàñòêîâ, чòî ñâèдåòåëьñòâóåò îб ýêñ-

ïîíåíцèàëьíîé зàâèñèмîñòè òîêà îò íàïðÿжå-
íèÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, î íàëèчèè дâóõ дîмè-
íèðóющèõ мåõàíèзмîâ ïåðåíîñà зàðÿдà â èñ-
ñëåдóåмîм èíòåðâàëå íàïðÿжåíèé. Из âыðàжå-
íèÿ ln(I)/ΔU = e/(nkT) быëè ïîëóчåíы зíà-
чåíèÿ êîýффèцèåíòà íåèдåàëьíîñòè n дëÿ îбî-
èõ óчàñòêîâ íàïðÿжåíèé ñòðóêòóð, ïðèâåдåí-
íыå â табл. 2.

Пðè мàëыõ íàïðÿжåíèÿõ â îбîèõ ñëóчàÿõ 
n ≈ 2, чòî ïîзâîëÿåò ïðåдïîëîжèòь, чòî îñíîâ-
íîé мåõàíèзм òîêîïåðåíîñà â èññëåдóåмыõ ãå-
òåðîñòðóêòóðàõ îïðåдåëÿåòñÿ ãåíåðàцèîííî-
ðåêîмбèíàцèîííымè ïðîцåññàмè â îбëàñòè ïðî-

Òàбëèцà 1

Параметры гетеропереходов NiO/n-CdTe  
и NiO/p-CdTe

Гåòåðî ïåðåõîд k ϕ0, ýВ RS, Ом

NiO/n-CdTe 1,7∙105 
(ïðè U=1 В) 0,66 1880

NiO/p-CdTe 10  
(ïðè U=0,5 В) 0,2 5,5

Рèñ. 1. Вîëьò-àмïåðíыå õàðàêòåðèñòèêè ãåòåðîïåðå-
õîдîâ NiO/n-CdTe (а) è NiO/p-CdTe (б) 

I, мА

0,2
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0

–0,1
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à)

–4        –3      –2       –1                   1  U, В

б)
I, мА
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0

–10
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Òàбëèцà 2

Примерные значения коэффициента неидеально-
сти гетеропереходов NiO/n-CdTe и NiO/p-CdTe

Гåòåðî ïåðåõîд U, В n

NiO/n-CdTe
0 < U < 0,5 2

0, 5 < U < 1,2 10

NiO/p-CdTe
0 < U < 0,15 2

0,15 < U < 0,5 6
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ñòðàíñòâåííîãî зàðÿдà, à òîê îïèñыâàåòñÿ âыðà-
жåíèåм Сàà—Нîéñà—Шîêëè [4, 5]

0 exp 1gr gr
eU

I I
nkT

   
 

,   (1)

ãдå Igr
0 — ãåíåðàцèîííî-ðåêîмбèíàцèîííыé òîê 

îòñåчêè ïðè U = 0.

Бîëьшèå зíàчåíèÿ ïîêàзàòåëÿ íåèдåàëьíîñòè 
(n ≈ 10 ïðè U > 0,5 дëÿ NiO/n-CdTe è n ≈ 6 ïðè 
U > 0,15 дëÿ NiO/p-CdTe) мîжíî ðàññмàòðèâàòь 
êàê ñâèдåòåëьñòâî òóííåëьíîé ïðèðîды мåõàíèз-
мà òîêîïåðåíîñà. Пðÿмîëèíåéíыå óчàñòêè ВАХ 
íàчèíàюòñÿ ïðè дîñòàòîчíî бîëьшèõ ñмåщåíè-
ÿõ, ïðè êîòîðыõ îбëàñòь ïðîñòðàíñòâåííîãî зà-
ðÿдà дîñòàòîчíî òîíêàÿ дëÿ ïðÿмîãî òóííåëèðî-
âàíèÿ, êîòîðîå îïèñыâàåòñÿ фîðмóëîé Нюмåíà 
дëÿ òóííåëьíîãî мåõàíèзмà òîêîïåðåíîñà [6]

I = It exp[α(U)],    (2)

ãдå It — òîê îòñåчêè, It = It
0
 exp(γT);

α, γ — êîýффèцèåíòы.

Из âыðàжåíèÿ (2) âèдíî, чòî íàêëîí ïðÿмî-
ëèíåéíыõ óчàñòêîâ ВАХ ïîзâîëÿåò îïðåдåëèòь 
êîýффèцèåíò α: дëÿ NiO/p-CdTe α = 6,5 ýВ

–1, 
дëÿ NiO/n-CdTe α = 3,58 ýВ

–1.
Пðîâåдåííыé àíàëèз мåõàíèзмîâ òîêîïåðåíîñà 

чåðåз èññëåдóåмыå ãåòåðîñòðóêòóðы NiO/p-CdTe 
è NiO/n-CdTe ïðè îбðàòíîм ñмåщåíèè ïîêàзàë, 
чòî зàâèñèмîñòь Iîбð(U) õîðîшî îïèñыâàåòñÿ â 
ðàмêàõ òóííåëьíîé мîдåëè òîêîïåðåíîñà âñëåд-
ñòâèå îчåíь мàëыõ òåïëîâыõ ñîñòàâëÿющèõ.

В ñëóчàå ðåзêîãî ïåðåõîдà âыðàжåíèå дëÿ 
òóííåëьíîãî òîêà ïðè îбðàòíîм ñмåщåíèè èмå-
åò âèд [7]

0
0

0

exp
( )

rev
b

I a
T eU


 

,  (3)
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Òàêèм îбðàзîм, ñîãëàñíî óðàâíåíèю (3), àï-
ïðîêñèмàцèÿ îбðàòíыõ âåòâåé ВАХ ïðÿмымè 
ëèíèÿмè â êîîðдèíàòàõ ln(Irev) = f(ϕ0 – eU)–1/2 
(рис. 3) ïîдòâåðждàåò дîмèíèðîâàíèå òóííåëь-
íîãî мåõàíèзмà òîêîïåðåíîñà.

Êàê âèдíî èз ðèñ. 3, б, дëÿ ãåòåðîïåðåõîдà 
NiO/n-CdTe â îбëàñòè бîëьшèõ îбðàòíыõ ñмå-
щåíèé (U < –4 В) наблюдается значительное от-
êëîíåíèå ýêñïåðèмåíòàëьíыõ òîчåê îò ïðÿмîëè-
íåéíîé зàâèñèмîñòè, êîòîðàÿ îïèñыâàåòñÿ фîð-
мóëîé (3), чòî ñâÿзàíî ñ ïðîцåññàмè ëàâèííîãî 
óмíîжåíèÿ íîñèòåëåé зàðÿдà â ðåзóëьòàòå óдàð-
íîé èîíèзàцèè [4]. 

Сïåêòðàëьíîå ðàñïðåдåëåíèå êâàíòîâîé ýф-
фåêòèâíîñòè η èññëåдóåмыõ ãåòåðîïåðåõîдîâ 
îïðåдåëÿåòñÿ êàê îòíîшåíèå êîëèчåñòâà íîñèòå-
ëåé зàðÿдà, фîðмèðóющèõ òîê êîðîòêîãî зàмыêà-
íèÿ, ê чèñëó ïàдàющèõ фîòîíîâ ïðè îñâåщåíèè 
ãåòåðîïåðåõîдà ñî ñòîðîíы ïëåíêè NiO зà åдèíè-
цó âðåмåíè è õàðàêòåðèзóåòñÿ шèðèíîé ïîëîñы 
íà ïîëîâèíå åãî âыñîòы δ1/2 = 0,36 мêм (рис. 4).

Эíåðãåòèчåñêîå ïîëîжåíèå дëèííîâîëíîâî-
ãî êðàÿ ñïåêòðà êâàíòîâîé ýффåêòèâíîñòè õî-
ðîшî ñîãëàñóåòñÿ ñ шèðèíîé зàïðåщåííîé зîíы 

CdTe. Êîðîòêîâîëíîâîé êðàé ñïåêòðàëьíîé фî-
òîчóâñòâèòåëьíîñòè õîðîшî ñîãëàñóåòñÿ ñ шèðè-
íîé зàïðåщåííîé зîíы NiO. Оòñóòñòâèå ðåзêî-
ãî êîðîòêîâîëíîâîãî êðàÿ â ñïåêòðàõ êâàíòîâîé 
ýффåêòèâíîñòè ñâÿзàíî ñ мàëîé òîëщèíîé ïëåí-
êè NiO è åå ïîëèêðèñòàëëèчåñêîé ñòðóêòóðîé.

Из ñâåòîâîé ВАХ ãåòåðîïåðåõîдà NiO/n-CdTe 
(ðèñ. 4, б) быëè îïðåдåëåíы ñëåдóющèå ïàðàмå-
òðы: íàïðÿжåíèå õîëîñòîãî õîдà Uõõ = 0,26 В, òîê 
êîðîòêîãî зàмыêàíèÿ Iêз = 58,7 мêА/ñм2, êîýф-
фèцèåíò зàïîëíåíèÿ FF = 0,23 ïðè èíòåíñèâíî-
ñòè îñâåщåíèÿ 80 мВò/ñм2.

âыводы
Òàêèм îбðàзîм, èññëåдîâàíèÿ ýëåêòðèчå-

ñêèõ ñâîéñòâ ãåòåðîïåðåõîдîâ NiO/n-CdTe è 
NiO/p-CdTe ïðè êîмíàòíîé òåмïåðàòóðå ïîêà-
зàëè, чòî ýëåêòðèчåñêèé òîê ïðè íåбîëьшèõ ïðÿ-
мыõ ñмåщåíèÿõ (0 < U < 0,5 В дëÿ NiO/n-CdTe 
è 0 < U < 0,15 В дëÿ NiO/p-CdTe) фîðмèðó-
åòñÿ зà ñчåò ãåíåðàцèîííî-ðåêîмбèíàцèîííыõ 
ïðîцåññîâ â îбëàñòè ïðîñòðàíñòâåííîãî зàðÿ-
дà, ïðè бîëьшåм ïðÿмîм ñмåщåíèè (U > 0,5 В 
дëÿ NiO/n-CdTe, U > 0,15 В дëÿ NiO/p-CdTe) 
îñíîâíым мåõàíèзмîм òîêîïåðåíîñà ÿâëÿåòñÿ 
òóííåëèðîâàíèå чåðåз îбëàñòь ïðîñòðàíñòâåííî-
ãî зàðÿдà, êîòîðîå õîðîшî îïèñыâàåòñÿ фîðмó-
ëîé Нюмåíà дëÿ òóííåëьíîãî òîêà. Пðè îбðàò-
íыõ ñмåщåíèÿõ îñíîâíым мåõàíèзмîм òîêîïåðå-
íîñà дëÿ îбåèõ ãåòåðîñòðóêòóð ÿâëÿåòñÿ òóííåëè-
ðîâàíèå чåðåз îбëàñòь ïðîñòðàíñòâåííîãî зàðÿдà.

Пîëóчåííыå ðåзóëьòàòы ïîмîãóò èññëåдî-
âàòåëÿм ëóчшå ðàзîбðàòьñÿ â ïðîцåññàõ, ïðî-
òåêàющèõ â ãåòåðîïåðåõîдàõ NiO/n-CdTe è 
NiO/p-CdTe, чòî ïîмîжåò óëóчшèòь èõ ñâîéñòâà 
è ïàðàмåòðы è ïðèмåíÿòь â ýëåêòðîííîé òåõíèêå.
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ЕЛЕÊÒРИЧНі і ФОÒОЕЛЕÊÒРИЧНі ВЛАСÒИВОСÒі ГЕÒЕРОСÒРÓÊÒÓР 
NiO/p-CdTe ÒА NiO/n-CdTe

Методом реактивного магнетронного напилення тонких плівок NiO на підкладки з кристалів CdTe  
p- та n-типу провідності виготовлено гетероструктури NiO/n-CdTe та NiO/p-CdTe. Досліджено їх 
темнову і світлову вольт-амперні характеристики. Встановлено, що основними механізмами струмо-
переносу при прямому зміщенні є генераційно-рекомбінаційний і тунелþвання, при зворотньому — ту-
нелþвання.

Клþчові слова: гетероперехід, тонка плівка. механізми струмопереносу, NiO, CdTe.

H. P. PaRkHOmeNkO, P. D. maRyaNCHUk  

Ukraine, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
E-mail: h.parkhomenko@chnu.edu.ua

ELECTRICAL AND PHOTOELECTRIC PROPERTIES OF HETEROSTRUCTURES 
NiO/p-CdTe AND NiO/n-CdTe

In this study, we investigate the electrical and photoelectric properties of heterostructures formed by the 
reactive magnetron sputtering of thin film NiO onto p-CdTe and n-CdTe substrates. The current-voltage 
characteristics of the heterojunctions were measured at room temperature. The dominating current transport 
mechanisms through the NiO/n-CdTe and NiO/p-CdTe heterojunctions at the forward biases are generation-
recombination and tunnel, at the reverse biases is tunnel current transport mechanisms. The heterojunctions 
under investigation generate open-circuit voltage Uoc = 0.26 V and short-circuit current Isc = 58.7 µА/cm2 
under illumination 80 mW/cm–2.

The research results can be used for better understanding of the processes occurring in heterojunctions NiO/ 
n-CdTe and NiO/p-CdTe, to further improve their properties and parameters.

keywords: heterojunctions, thin film, charge transport mechanisms, NiO, CdTe.
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